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Задача № 3.1.4
Определить дину нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, используемой для изготовления нагревательного устройства с сопротивлением 20 Ом при температуре 1000 °С, полагая, что при 20°С параметры нихрома: удельное сопротивление 1 мкОм∙м, температурный коэффициент удельного сопротивления 0,00015 К-1, температурный коэффициент линейного расширения 0,000015 К-1.

R = 20 Ом
d = 0,5 мм = 0,0005 м
Т = 1000 °С
Т0 = 20 °С
ρ0 = 1 мкОм∙м = 10-6 Ом∙м
αс = 0,00015 К-1
αр = 0,000015 К-1

ρ = αс* ρ0(Т-Т0) + ρ0       
αс - температурный коэффициент удельного сопротивления

l = αр* l0(Т-Т0) + l0       
αр - температурный коэффициент линейного расширения

ρ = αс* ρ0(Т-Т0) + ρ0 =  0,00015*10-6(1000-20) + 10-6 = 2.47*10-7неверно: было 10·10-7, а при увеличении Т стало в 4 раза меньше?

S = πd2/4 = 1.96*10-7

l = R*S/ ρ = 20*1.96*10-7/2.47*10-7 = 15.87 м неверно

l0 = l/(αр*( Т-Т0) + 1) = 15.87/(0,000015*(1000-20) + 1) = 15.64 м
















	
Задача № 3.1.7
Определить падение напряжения в медной линии электропередач длиной 50 км при 50°С , сечением 10 мм2и по нему течет ток 60 А.


	Дано:
L=50000м 
I=60А
 
 
=50°С, 
=20°С

Найти: U-?


	Решение:


 = 
=1,7*10-8(1 + 4,3*10-3(50-20) = 1,92*10-8 Ом*м

	R = 1,92*10-8 *50000/10-5 = 96 Ом

U = I*R = 60*96 = 5760 В

                                                                           Ответ: 5760 В





















Задача № 3.2.1

Вычиcлить собственную концентрацию носителей заряда в кремнии при 
Т=300 К, если ширина его запрещенной зоны ΔW=1,12 эВ, а эффективные  
 массы плотности соcтояний mc=1,05m0, mv=0,56m0.


        Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике определяется выражением:
WF = (WF + WC)/2 + kT/2*ln(Nv/Nc) = Wi + kT/2*ln(Nv/Nc), где Wi -уровень, соответствующий середине запрещенной зоны;

Nv = 2(2πmvkT)3/2/h3; Nc = 2(2πmckT)3/2/h3 – эффективная плотность состояний для дырок валентной зоны и для электронов зоны проводимости соответственно. 
     В данном случае:

Nv = 2(2*3,14*0,56*9,1*10-31*1,38*10-23*300)3/2/(6,62*10-34)3 = 1,05*1025м-3

Nс = 2(2*3,14*1,05*9,1*10-31*1,38*10-23*300)3/2/(6,62*10-34)3 = 2,69*1025м-3

Отсюда следует, что при Т=300 К собственная концентрация:

 = 7*1015 м-3          



















Задача №3.2.2
В собственном германии ширина запрещенной зоны при температуре 300 К равна 0,665 эВ. На сколько надо повысить температуру, чтобы число электронов в зоне проводимости увеличилось в два раза? Температурным изменением эффективной плотности состояний для электронов и дырок при расчете пренебречь. 
ΔW = 0,665 эВ
T = 300K

ΔТ - ?   при  n2 = 2n1









  логаримируем это выражение:


    =>   




ΔТ = 


Отв: Температуру надо повысить на 17 К 

                                           


 Задача № 3.3.9
Почему диэлектрические свойства газа не характеризуют значением удельного электрического сопротивления?
          Удельное электрическое сопротивление характеризует диэлектрические свойства такого вещества, у которого можно определить форму и размеры. На каком основании ТАКОЕ заключение? О каких размерах идет речь и тем более о какой форме?А газ, наоборот, сложно заставить находиться в конкретном объёме пространства


                                                    Задача № 3.3.26
Что понимают под линейными и нелинейными, полярными и неполярными диэлектриками? Какие из перечисленных видов диэлектриков могут быть использованы на высоких частотах?
                                            
Емкость конденсатора с линейным диэлектриком зависит только от его геометрических размеров, и не меняется в случае приложенной разности потенциалов. А при нелинейном диэлектрике она становится управляемой электрическим полем. Поэтому нелинейные диэлектрики иногда называют активными (управляемыми) диэлектриками.
Речь не о емкости конденсатора, а о свойствах диэлектрика: почему именно так?
Неполярные диэлектрики. К этой группе относят диэлектрики, не содержащие электрических диполей, способных к переориентации во внешнем электрическом поле. Неполярным диэлектрикам свойственна в основном электронная поляризация. Они применяются как высокочастотные электроизоляционные материалы в технике высоких и сверхвысоких частот. К ним относятся полистирол, полиэтилен, политетрафторэтилен (фторопласт -4), бензол, воздух, парафин и др.
Полярные диэлектрики. В эту группу входят диэлектрики, содержащие электрические диполи, которые способны к ориентации во внешнем электрическом поле. В полярных диэлектриках кроме электронной наблюдают и дипольно-релаксационную поляризацию, Они имеют несколько пониженные диэлектрические свойства по сравнению с неполярными диэлектриками и применяются в качестве электроизоляционных материалов на низких частотах. К ним можно отнести целлюлозу, поливинилхлорид, политрифторхлорэтилен (фтропласт-3), полиметилметакрилат (органическое стекло ) и др.







Задача № 3.4.1

Почему диамагнетики намагничиваются противоположно направлению вектора напряженности внешнего магнитного поля? Как влияет температура на диамагнитную восприимчивость?
При изменении магнитного потока через электрический контур в нем возникает индуцированный электрический ток. Согласно правилу Ленца, этот ток имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока. В контуре, не обладающем электрическим сопротивлением, например в сверхпроводящем контуре или в «контуре», образуемом электроном, движущимся в атоме по своей орбите, индуцированный ток не затухает. Он сохраняется до тех пор, пока существует внешнее магнитное поле. Магнитное поле индуцированного тока направлено противоположно внешнему полю, так что суммарная магнитная индукция в веществе уменьшается.
В каждом веществе проявляются оба(пара- и диамагнитный) эффекта. С одной стороны, внешнее магнитное поле ориентирует орбиты электронов и вследствие этого усиливается. С другой стороны, оно изменяет скорость движения электронов по орбитам и вследствие этого, в соответствии с законами электромагнитной индукции, ослабляется.
Уменьшение магнитного поля обычно очень мало, и поэтому диамагнетизм заметно проявляется лишь в тех веществах, атомы которых собственного магнитного поля не создают (и в которых, следовательно, нет парамагнитного эффекта).
Простейший диамагнитный атом можно представить себе следующим образом: два электрона вращаются вокруг ядра по одной орбите, но в противоположных направлениях. В этом случае создаваемые электронами магнитные поля компенсируют друг друга, и поворот плоскости орбиты не приводит к усилению магнитного поля
Магнитная восприимчивость диамагнетика отрицательна и не зависит от температуры












Задача № 3.4.7

Какими причинами обусловлен различный характер температурных зависимостей магнитной проницаемости магнитомягкого материала, измеряемой в слабом и сильном магнитных полях?
Магнитные материалы принято разделять на магнитомягкие, магнитотвёрдые и материалы специального назначения. 
Для магнитомягких материалов характерна способность намагничиваться до насыщения даже вслабых полях и малые потери на перемагничивание.  Это свидетельствуето высокой магнитной проницаемости и малой коэрцитивной силе. 
Именно значение (величина) коэрцитивной силы является классификационным признаком деления магнетиков на первые две группы. 
Принято считать, что магнитомягкие материалы имеют 0,4 [А/м] 
<Нс< 800 [А/м], а магнитотвёрдые – Нс>4 [кА/м]. Следовательно, магнитомягкие материалы имеют узкую петлю гистерезиса с малой Нс, а магнитотвёрдые – широкую петлю с большой Нс. 

Характерной особенностью магнетиков является нелинейная зависимость магнитной проницаемости μ от напряжённости внешнего поля Н (рисунок 11, а) и температуры T (рисунок 11, б).  
[image: ]
Рисунок 11
Из кривой (рисунок 11, а )следует, что с увеличением H увеличивается степень ориентации магнитных моментов доменов, за счёт чего растёт μ. При полной ориентации магнитных моментов доменов вдоль поля магнитная проницаемость достигает максимального значения μмах, что соответствует состоянию технического насыщения. При этом магнитная индукция также максимальна-Вmax. С дальнейшим ростом Н магнитная индукция уже не растёт, следовательно, магнитная проницаемость уменьшается, что следует из формулы (2). 
При изменении температуры изменяется магнитный порядок атомов вещества. Увеличение температуры вначале облегчает ориентацию магнитных моментов доменов, поэтому растёт магнитная проницаемость. При повышенных и высоких температурах за счёт тепловых колебаний атомов нарушается магнитный порядок. В результате магнитная проницаемость уменьшается, и при температуре, называемой точкой Кюри у ферромагнетиков и точкой Нееля у анти- и ферримагнетиков, магнитная проницаемость становится равной нулю. Это означает, что полностью разрушился атомный магнитный порядок и вещество перестаёт обладать магнитными свойствами вещество перестаёт обладать магнитными свойствами перестаёт, обладать магнитными. свойствами, т.е.  превращается в парамагнетик. 

В Вашей информации не нашла ответа на поставленный вопрос.














Задача № 3.5.17
По приведённым кодовым и цветовым маркировкам определить номиналы и допуски радиокомпонентов:
– резисторы:
22RI;
R = 22 Ом±2%

[image: ]
	R = 3,74*105±0,05% почему именно 3,74, а не 37,4, например?

– конденсатор:
9p88G;
[bookmark: _GoBack]С = 9,88±2%какие ел\диницы?

– катушки индуктивности:
243M;
L = 24000 мкГн±20%

[image: ]

L = 0,75 мкГн ±20%












Задача 3.5.82

1. К31–10 – 100 В – 2710 пФ 0,5%

2. К73–22 – 630 В – 0,047 мкФ 20%

3. ПКГТ–П – 15 кВ – 0,05 мкФ 10%                                  

4. К53–34 – 4 В – 22 мкФ 20%                                              
5. 1КПВМ–6 – 650 В – 3/12 пФ





	№ п/п
	1
	2
	3
	4

	Тип конденсатора
	Керамичес-кий, изолированные с однонаправленными выводами
	плёночный, полиэтиленте-
рефталатный
	Высоковольтные, комбинированный
	ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТАНТАЛОВЫЕ

	Номинальная величина ёмкости, Ф
	2710 пФ
	0,047 мкФ
	0,05 мкФ
	22 мкФ

	Допуск, %
	
0,5%
	±20%
	±10%
	 ±20%

	Номинальное напряжение, В
	100
	630
	15000
	4

	Тангенс угла потерь
	не более 0,0015
	не больше 0,012
	Не более 0,01
	Не более 0,2

	
ТКЕ, 10-6 1/0С
	
	
	
	

	Сопротивление изоляции, МОм
	
	5000 
	10000
	

	Постоянная времени, с
	
	
	
	

	Допустимая реактивная мощность, ВАР
	
	
	
	

	Коэффициент абсорбции, %
	
	
	
	

	Номинальный ток, А
	
	
	
	

	Ток утечки, мкА
	
	
	
	

	Допустимая амплитуда напряжения переменного тока на частоте _____ Гц***, В
	
	
	
	

	Диапазон ёмкостей данного типа конденсатора
	
	
	
	





	№ п/п
	Тип конденсатора
	Минимальная ёмкость, пФ
	Максимальная ёмкость, пФ
	Номинальное напряжение, В
	Тангенс угла потерь
	
Момент вращения, гссм
	
ТКЕ, 10-6 1/0С
	Износоустойчивость

	5
	Подстроечные с воздушным диэлектриком
	3
	12
	650
	Не более 0,001
	
	100
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